1. Elektrostatiškai žadinamas mikroelektromechaninis vykdiklis, apimantis mažiausiai
vykdiklio membraną (120) su pirmuoju elektrodu,
plokštelės formos deformuojamą elementą (110) su antruoju elektrodu, ir
atraminius elementus (123, 126), atskiriančius vakuumo tarpeliu (121) deformuojamą elementą (110) ir vykdiklio membraną (120) bei apjungiančius juos į elektrostatiškai žadinamą dvisluoksnę struktūrą,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atraminiai elementai (123, 126) dalija šią struktūrą į daugiau nei vieną hermetiškas celes, hermetiškai atskirtas atraminių elementų (123, 126) uždaromis linijomis, kur kiekvienos celės atraminių elementų uždara linija apima bent du segmentus (123), (126), kur
pirmasis segmentas yra inkarinė atrama (126), nekintanti nuo elektrostatinio pritraukimo metu vykstančių deformuojamo elemento (124, 110) ir/arba vykdiklio membranos (120) deformacijų, o
antrasis segmentas yra likusi atraminės linijos dalis (123), kuri deformuojasi dėl elektrostatinio pritraukimo metu vykstančių vykdiklio membranos (120) deformacijų, sukurdama celėje lokalų sukamąjį momentą (127), kuris deformuoja vykdiklio deformuojamą elementą (110).

2. Vykdiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėta elektrostatiškai žadinama dvisluoksnė daugiacelė struktūra yra stačiakampė plokštelė, kuri visu perimetru hermetiškai įtvirtinta vykdiklio stacionariame pagrinde (101).

3. Vykdiklis pagal 1–2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vykdiklio pavienė celė plane yra uždaros stačiakampės, kvadratinės, trikampės, daugiakampės, apvalios ar netaisyklingos formos, o celės atraminiai segmentai (126) ir (123) elementai bei jų aukštis parenkami pagal celės numatytas deformacines savybes ir reikiamą vertikalų sukamąjį momentą (127).

4. Vykdiklis pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis elektrodas yra bendras visoms vykdiklio talpinėms celėms, o antrasis elektrodas yra arba bendras visoms vykdiklio celėms, arba apima daugiau nei vieną elektriškai atskirą elektrodą, susietą su daugiau negu viena celių grupe.

5. Vykdiklis pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vykdiklio dvisluoksnė daugiacelė struktūra turi jos elastingumą didinančius elementus (103, 103“), kurie realizuoti kaip paviršiaus įgilinimai arba grioveliai vykdiklio membranoje (120) ties perimetrinio tvirtinimo linija ir/arba deformuojamame elemente (110) tarp gretimų celių.

6. Vykdiklis pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiau nei viena gretimos vykdiklio celės yra suformuotos jų asimetrinių formų priešingomis kryptimis, kad joms veikiant vienu metu sustiprinti deformuojamo elemento (110) deformacijas.

7. Vykdiklis pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiau nei viena vykdiklio celės yra suformuotos jų asimetrinių formų įvairiomis kryptimis, kad joms veikiant vienu metu, sukurti maksimalias arba daugiakryptes deformuojamo elemento (124) deformacijas.

8. Vykdiklis pagal 1–7 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vykdiklio bent viena celė savo viduje apima elektrooptinių signalų nuskaitymo elementus (108), skirtus nuskaityti deformuojamo elemento (120, 110, 124) deformacijos būseną.

9. Vykdiklis pagal 1–8 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atominių jėgų mikroskopijos (AJM) uždaviniuose vykdiklis papildomai apima AJM liestuką (100), įtvirtintą vykdiklio daugelio celių struktūros deformuojamo elemento (110) centre.

10. Vykdiklis pagal 1–9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad AJM uždaviniuose daugiau negu vienas vykdikliai su liestukais (100) yra realizuoti kaip vienmatis AJM jutiklių masyvas arba dvimatė AJM jutiklių matrica.

11. Vykdiklis pagal 1–9 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad mikrosrautų valdymo uždaviniuose vykdiklis yra realizuotas atlikti mikrokanaluose (301) skysčių peristaltinio pumpavimo (300) siurblių ir mikrokanalų (301) vožtuvų (304, 300) funkcijas.

12. Vykdiklio pagal 1 punktą gamybos būdas, suderinamas su CMOS MEMS mikromontavimo procesais, apimantis mažiausiai šiuos žingsnius:
1) paruošiama pirmoji legiruoto monokristalinio silicio plokštelė (400) su pomembraninėmis struktūromis (403), suformuotomis monokristalinio silicio arba ploname silicio oksido sluoksnyje, naudojant litografijos ir ėsdinimo žingsnius;
2) paruošiama antroji monokristalinio silicio plokštelė (401) su izoliuoto silicio sluoksniu (402), kuris yra stipriai legiruotas ir turi reikiamą elektrostatinių celių membranos storį;
3) pirmoji plokštelė (400) ir antroji plokštelė (401) sujungiamos;
4) ant sujungtų plokštelių abiejų pusių uždedama apsauginė silicio nitrido kaukė (404), litografijos ir ėsdinimo metodais parengta po plokštelių sujungimo;
5) pašalinus kauke neapsaugotas plokštelės dalis, atlaisvinamos elektrostatinių celių membranos (120), o kauke apsaugotos plokštelės dalys suformuoja mechaninio tvirtumo elementus (101), kombinuojant gilaus reaktyvaus joninio ėsdinimo ir ėsdinimo tirpaluose procesus;
6) po membranų (120) atlaisvinimo, silicio masyvas padengiamas plonu silicio oksido sluoksniu, taip užtikrinant elektrinę izoliaciją;
7) elektrostatinės celės metalizuojamos, nusodinant ploną metalo sluoksnį, kuris veikia kaip viršutinis elektrodas;
8) suformuojamos individualios prijungimo aikštelės 109.

13. Būdas pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad AJM liestukas (100) arba AJM liestukų masyvas gaminami ant suformuotos elektrostatinio vykdiklio judriojo pagrindo (110), trimačio nanospausdinimo būdu arba suformuojant AJM liestukus ant plokštelės (400), jos ploninimo metu.
